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β-SiC に皿族不純物B ， Al 及び、Ga を添加すると，夫々近赤外，燈及び赤色域に発光帯が現われる。
これらの発光は発光色を除きほぼ共通の性質を有することがわかった。




から N ドナーと夫々のアクセプター聞の対発光であることが知れた。この事実はD-A 対に特有な線スペ
クトルの観測により確証された。線スペクトルの解析から N 及びB は SiC 中でC を置換し， Al 及び














って，代表的な立方品型の単結品をかなり純粋な形で作ることに成功し，これに B ， AI , Ga の不純
物を人れて，フォトルネッセンスを測定することによってこの物質の半導体的性質を研究した。それ
がこの論文である。この発光はB が赤外部に， AI がオレンジ色に，また Ga が赤色部にスペクトルを





よると考えられ， B と窒素はC 元素の格子点を置き換え， AI , Ga は Si 元素の位置を置き換えること
がはっきりした。また高温における A 発光は窒素につかまっている電子が伝導帯に放たれて.伝導
電子とアクセプター (B ， AI , Ga) 聞の発光であることが種々の実験で明らかにされた。これ等より
各々の不純物準位のエネルギ一関係も明らかになった。
この物質のこの種の研究としては非常に進んだ研究であり，世界的な水準を抜いた研究だと考え，
学位論文として価値あるものと認める。
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